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Beschreibung 

Elektrische Schaltung zur Spannungswandlung und Verwendung 
der elektrischen Schaltung 

Die Erfindung betrifft eine elektrische Schaltung zur 
Spannungswandlung und eine Verwendung der elektrischen 
Schaltung. 

Eine Vielzahl elektrischer Gerate wird mit Gleichstrom 
beziehungsweise Gleichspannung betrieben. Zum Betrieb eines 
solchen Gerats wird aus einer Wechselspannung eines Netzes 
eine Gleichspannung geformt. Dies gelingt beispielsweise mit 
Hilfe einer elektrischen Eingangs schaltung mit 
Gleichrichterdiode und Puf f erkondensator . Nachteilig daran 
ist, dass Strom nur dann aus dem Netz in den 
Puff erkondensator flieSen kann, wenn die Spannung am 
Puf f erkondensator kleiner ist als die Netzspannung. Es 
resultiert ein hoher nicht sihusf Srmiger Pulsstrom mit einer 
entsprechend hohen Belastung des Netzes mit Oberschwingungen. 
Als Folge davon zeichnet sich die Eingangsschaltung durch 
einen geringen Leistungsf aktor aus. Der Leistungsf aktor ist 
abhangig von der Phasenverschiebung zwischen Strom und 
Spannung am Anschlusspunkt eines uber die Eingangsschaltung 
gespeisten elektrischen Gerats. Ein geringer Leistungsf aktor 
bedeutet neben einer geringen Wirklei stung einen relativ 
hohen Verlust an Blind- und Oberschwingungsleistung. 

Zur Reduktion der Oberschwingungen und damit zur Erhohung des 
Leistungsf aktor s wird eine sogenannte 

Leistungsf aktor korrektur (Power Factor Correction, PFC) 
durchgef iihrt . Die Leistungsfaktorkorrektur fiihrt dazu, dass 
Spannung und Strom in Phase verlaufen. Die relative 
Stromamplitude folgt der relativen Spannungs amplitude . Als 
Folge davon verhalt sich die Eingangsschaltung gegenuber dem 
Netz nahezu als ohmscher Widerstand. 
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Eine heutige Leistungsf aktorkorrekturschaltung, die 
beispielsweise in einem sogenannten elektronischen 
Vorschaltgerat (EVG) realisiert ist, wird bei einer 
Schaltfrequenz aus dem Bereich von 20 kHz bis 100 kHz 
5 betrieben. Bei diesen Schaltf requenzen ist ein hoher 

Wirkungsgrad und eine gute Leistungsf aktorkorrektur moglich. 
Bei einer bestimmten Leistung kann allerdings die Baugrofie 
des EVGs aufgrund der fur erf orderlichen Induktivitaten und 
Kapazitaten nur begrenzt verringert werden. Eine deutliche 
10 Verringerung der BaugrSSe des EVGs beziehungsweise der 

LeitungsfaktorkOrrekturschaltung lieSe sich beispielsweise 
durch ErhShung der Schaltfrequenz erreichen. Bei einer 
Schaltfrequenz aus dem MHz-Bereich verringert sich allerdings 
der Wirkungsgrad der Leistungsf aktorkorrekturschaltung . 

15 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine elektrische 
Schaltung anzugeben, die als 

Leistungsfaktorkorrekturschaltung verwendet werden kann, 
wobei auch bei einer Schaltfrequenz aus dem MHz-Bereich eine 
20 gute Leistungsf aktorkorrektur bei hohem Wirkungsgrad moglich 
sein soli . 

GemaS einer ersten L6sung der Aufgabe wird eine elektrische 
Schaltung zur Spannungswaridlung angegeben, aufweisend 
25 mindestens einen Eingangsanschluss zum Einspeisen einer 
elektrischen Eingangs lei stung durch Anlegen einer sich 
zeitlich gegenuber einem elektrischen Bezugspotential 
andernden, positiven elektrischen Gleichspannung, mindestens 
einen Bezugspotentialanschluss zum Anlegen des 

30 Bezugspotentials, mindestens einen Ausgangsanschluss zur 

Entnahme einer elektrischen Ausgangsleistung, mindestens eine 
Eingangsdiode mit einer Anode und einer Kathode, mindestens 
eine Ausgangsdiode mit einer Anode und einer Kathode, 
mindestens eine Eingangskapazitat mit einer Elektrode und 

35 einer Gegenelektrode, mindestens eine Transf erkapazitat mit 
einer Elektrode und einer Gegenelektrode, mindestens eine 
Eingangs induktivi tat mit einem Induktivitatsanschluss und 
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einem weiteren Induktivitatsanschluss und mindestens eine 
Fufipunktsinduktivitat mit einem Induktivitatsanschluss und 
einem weiteren Induktivitatsanschluss, wobei die Anode der 
Eingangsdiode und der Eingangsanschluss einen gemeinsamen 
5 Knotenpunkt aufweisen, die Kathode der Eingangsdiode, der 
Induktivitatsanschluss der Eingangsinduktivitat und die 
Elektrode der Eingangskapazitat einen gemeinsamen Knotenpunkt 
aufweisen, die Gegenelektrode der Eingangskapazitat, der 
Bezugspotentialanschluss und der Induktivitatsanschluss der 
10 FuSpunktsinduktivitat einen gemeinsamen Knotenpunkt 
aufweisen, der weitere Induktivitatsanschluss der 

•Eingangsinduktivitat und die Elektrode der Transferkapazitat 
einen gemeinsamen Knotenpunkt aufweisen, die Gegenelektrode 
der Transferkapazitat und der weitere Induktivitatsanschluss 
15 der FuSpunktsinduktivitat einen gemeinsamen Knotenpunkt 

aufweisen, ein Hochf requenzschalter zum Herstellen und/oder 
Unterbrechen einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen 
dem Bezugspotentialanschluss und dem gemeinsamen Knotenpunkt 
des weiteren Induktivitatsanschlusses der 
20 Eingangsinduktivitat und der Elektrode der Transferkapazitat 
und ein Mittel zum Weiterleiten der elektrischen 
Ausgangsleistung an den Ausgangsanschluss vorhanden sind, 
wobei das Mittel die Fufipunktsinduktivitat und die 

•Ausgangsdiode aufweist und die Kathode der Ausgangsdiode mit 
dem Ausgangsanschluss einen gemeinsamen Knotenpunkt 
aufweisen. 



GemaS einer 'zweiten Losung der Aufgabe wird eine elektrische 
Schaltung zur Spannungswandlung angegeben, aufweisend 
30 mindestens einen Eingangsanschluss zum Einspeisen einer 
elektrischen Eingangs lei stung durch Anlegen einer sich 
zeitlich gegeniiber einem elektrischen Bezugspotential 
andernden, negativen elektrischen Gleichspannung, mindestens 
einen Bezugspotentialanschluss zum Anlegen des 
Bezugspotentials, mindestens einen Ausgangsanschluss zur 
Entnahme einer elektrischen Ausgangsleistung, mindestens eine 
Eingangsdiode mit einer Anode und einer Kathode, mindestens 



35 
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eine Aus gang sdi ode mit einer Anode und einer Kathode, 
mindestens eine Eingangskapazitat mit einer Elektrode und 
einer Gegenelektrode, mindestens eine Transf erkapazitat mit 
einer Elektrode und einer Gegenelektrode, mindestens eine 
5 Eingangsinduktivitat mit einem Induktivitatsanschluss und 
einem weiteren Induktivitatsanschluss und mindestens eine 
FuSpunktsinduktivitat mit einem induktivitatsanschluss und 
einem weiteren induktivitatsanschluss, wobei die Kathode der 
Eingangsdiode und der Eingangsanschluss einen gemeinsamen 
10 Knotenpunkt aufweisen, die Anode der Eingangsdiode, der 
induktivitatsanschluss der Eingangsinduktivitat und die 
Elektrode der Eingangskapazitat einen gemeinsamen Knotenpunkt 
aufweisen, die Gegenelektrode der Eingangskapazitat, der 
Bezugspotentialanschluss und der induktivitatsanschluss der 
15 Fufipunktsinduktivitat einen gemeinsamen Knotenpunkt 
aufweisen, der weitere Induktivitatsanschluss der 
Eingangsinduktivitat und die Elektrode der Transf erkapazitat 
einen gemeinsamen Knotenpunkt aufweisen, die Gegenelektrode 
der Transferkapazitat und der weitere induktivitatsanschluss 
20 der FuSpunktsinduktivitat einen gemeinsamen Knotenpunkt 

aufweisen, ein Hochf requenzschalter zum Herstellen und/oder 
Unterbrechen einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen 
dem Bezugspotentialanschluss und dem gemeinsamen Knotenpunkt 
des weiteren Induktivitatsanschlusses der 
25 Eingangsinduktivitat und der Elektrode der Transferkapazitat 
und ein Mittel zum Weiterleiten der elektrischen 
Ausgangsleistung an den Ausgangsanschluss vorhanden sind, 
wobei das Mittel die Fufipunktsinduktivitat und die 
Ausgangsdiode aufweist und die Anode der Ausgangsdiode mit 
3 0 dem Ausgangsanschluss einen gemeinsamen Knotenpunkt 
" aufweisen. 

GemaS einem weiteren Aspekt der Erf indung werden die 
beschriebenen elektrischen Schaltungen zur 
35 Leistungsfaktorkorrektur verwendet, wobei eine eingespeiste 
. elektrische Eingangslei stung leistungsf aktorkorrigiert wird. 
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Die aus dem Netz entnommene Leistung wird im Leistungsf aktor 
korrigiert . 



Die beiden L6sungen der Aufgabe unterscheiden sich dadurch, 
5 dass die elektrische Eingangs lei stung gemaS der ersten Losung 
durch Anlegen einer gegeniiber dem Bezugspotential positiven 
Gleichspannung und gemafi der zweiten Losung durch Anlegen 
einer gegeniiber dem Bezugspotential negativen Gleichspannung 
eingespeist werden kann. Dement sprechend sind die 
10 Kontaktierungen der Eingangsdiode und der Ausgangsdiode der 
beiden LSsungen zueinander entgegengesetzt . Der 

•Bezugspotentialanschluss ist beispielsweise geerdet, so dass 
das Bezugspotential das Erdpotential ist. 

15 Die angelegte Gleichspannung ist vornehmlich eine mit einer 
relativ niedrigen Frequenz pulsierende Gleichspannung. 
Beispielsweise wird die Gleichspannung mit' Hilfe einer 
Gleichrichterschaltung aus einer iiblichen, sinusf ormigen 
Wechselspannung eines offentlichen Stromnetzes gewonnen. 

2 0 Somit liegt am Eingangsanschluss beispielsweise eine mit 

einer Frequenz von 100 Hz pulsierende Gleichspannung von 230 
V an. Denkbar ist auch, dass die Eingangs lei stung mit Hilfe 
einer stark gestorten Netzspannung mit uberlagerten 
Strompulsen eingespeist wird. 

Durch die elektrischen Schaltungen wird die Eingangslei stung 
leistungsf aktorkorrigiert. Entsprechend der Schaltf requenz 
des Hochfrequenzschalters wird die Ausgangsleistung aus der 
elektrischen Schaltung ausgekoppelt . Eine Schaltf requenz des 

3 0 Hochfrequenzschalters ist aus dem MHz-Frequenzbereich 

gewahlt. Es wird eine Ausgangsleistung aus der elektrischen 
Schaltung entnommen, die eine mit der Schaltf requenz des 
Hochfrequenzschalters pulsierende Gleichspannung aufweist. 
Dabei hat sich gezeigt, dass basierend auf den beschriebenen 
35 Schaltungen bei guter Leistungsf aktorkorrektur auch bei einer 
Schaltfrequenz aus dem MHz-Frequenzbereich ein hoher 
Wirkungsgrad von 80% bis 95% erzielt werden kann. Dies ist 
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insbesondere dann moglich, wenn hochf reguenztaugliche 
Bauelemente (Schalttransistoren, Kapazitaten, Induktivitaten 
und Dioden) fiir die elektrischen Schaltungen verwendet 
werden . 

5 

in einer besonderen Ausgestaltung weist das Mittel zum 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung an den 
Ausgangsanschluss den gemeinsame Knotenpunkt der 
Gegenelektrode der Transf erkapazitat und des weiteren 
10 mduktivitatsanschlusses der FuSpunktsinduktivitat auf. GemaS 
einer Weiterbildung der ersten LSsung sind dieser Knotenpunkt 
und die Anode der Ausgangsdiode elektrisch leitend verbunden. 
GemaS einer Weiterbildung der zweiten LSsung sind dieser 
Knotenpunkt und die Kathode der Ausgangsdiode elektrisch 
15 leitend verbunden. 

Beispielsweise wird ein Hochf requenzschalter mit einem 
Schalt transistor verwendet. Der Hochf requenzschalter wird 
durch einen Schalttransistor verkorpert. Bei geeigneter 
20 Abstiiratiung der reaktiven Bauelemente, der Schaltf reguenz und 
einer Einschaltdauer des Hochf requenzschalters kann eine 
deutliche Schalt-Entlastung des Schalttransistors erzielt 
werden. Eine Einschaltspannung des Schalttransistors kann 
dabei urn bis zu 80% reduziert werden, wodurch nahezu ein 
25 sogenanntes zero voltage switching (ZVS) realisiert werden 
kann. Es tritt bei niedriger Sperrspannungsbelastung des 
Schalttransistors ein niedriger Schaltverlust des 
Hochf requenzschalters auf, der zum hohen Wirkungsgrad der 
Schaltung beitrSgt. 



30 



In einer besonderen Ausgestaltung umfasst das Mittel zum 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung mindestens 
einen weiteren Bezugspotentialanschluss zum Anlegen eines 
weiteren Bezugspotentials und mindestens einen Transf orma tor , 
3 5 der mindestens eine Primarinduktivitat mit einem 
Induktivitatsanschluss und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss und mindestens eine 
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Sekundarinduktivitat mit einem Induktivitatsanschluss und 
einem weiteren Induktivitatsanschluss aufweist, wobei die 
Primarinduktivitat die FuSpunktsinduktivitat aufweist und der 
Induktivitatsanschluss der Sekundarinduktivitat und der 
5 weitere Bezugspotentialanschluss einen gemeinsamen 

Knotenpunkt aufweisen. GemaS einer Wei terbi Idling der ersten 
Losung weisen der weitere Induktivitatsanschluss und die 
Anode* der Ausgangsdiode einen gemeinsamen Knotenpunkt auf . 
GemaS einer Weiterbildung der zweiten Losung weisen der 
10 weitere Induktivitatsanschluss und die Kathode der 
Ausgangsdiode einen gemeinsamen Knotenpunkt auf . 

Der Bezugspotentialanschluss und der weitere 

Bezugspotentialanschluss konnen einen gemeinsamen Knotenpunkt 
15 aufweisen. Das Bezugspotential und das weitere 
Bezugspotential konnen somit gleich sein. Die 

Bezugspotentialanschlusse konnen aber auch keinen gemeinsamen 
Knotenpunkt aufweisen. Bezugspotential und wei teres 
Bezugspotential konnen sich somit auch voneinander 
20 unterscheiden. 

Im Vergleich zu den vorangegangenen Beispielen wird an Stelle 
der Fufipunktsinduktivitat ein Transformator verwendet. Die 

•Primarinduktivitat des Trans forma tors ubernimmt die Funktion 
der Fufipunktsinduktivitat der elektrischen Schaltung. 
Primarinduktivitat und Sekundarinduktivitat sind miteinander 
gekoppelt. Eine Sperrspannungsbelastung des Schalttransistors 
bei Verwendxing eines Transformators ist im Vergleich zur 
Sperrspannungsbelastung des Schalttransistors bei Verwendung 
30 der Fufipunktsinduktivitat gemaS vorhergehend beschriebener 
Ausfuhrungsformen mit einem Faktor von 1,3 bis 2,0 deutlich 
hoher. Dafxir kann mit Hilfe des Transformators eine 
normgerechte galvanische Trennung zwischen Eingangsanschluss 
und Ausgangsanschluss realisiert werden. 

35 

In einer besonderen Ausgestaltung weist das Mittel zum 
Weiterleiten der elektrischen Aus gangs lei stung 
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mindestens eine Ausgangskapazitat mit einer Elektrode und 
einer Gegenelektrode auf, wobei die Gegenelektrode der 
Ausgangskapazitat und der gemeinsame Knotenpunkt des weiteren 
Bezugspotentialanschlusses und des Induktivitatsanschlusses 
5 der Sekundarinduktivitat elektrisch lei tend verbunden sind. 
In Weiterbildung der ersten Losung sind die Elektrode der 
Ausgangskapazitat und der gemeinsame Knotenpunkt des weiteren 
induktivitatsanschlusses der Sekundarinduktivitat und der 
Anode der Ausgangsdiode elektrisch leitend verbunden. Dagegen 
10 sind in Weiterbildung der zweiten L6sung die Elektrode der 

Ausgangskapazitat und der gemeinsame Knotenpunkt des weiteren 
Induktivitatsanschlusses der Sekundarinduktivitat und der 
Kathode der Ausgangsdiode elektrisch leitend verbunden. 

15 In einer besonderen Ausgestaltung ist der Transf ormator ein 
Hochf reguenz-Hochvolt (HF-HV) -Transf ormator . Ein derartiger 
Trans format or wurde beispielsweise in der deutschen 
Patentanmeldung 10232952.4 vorgeschlagen . Der Transf ormator 
kann trotz kleiner BaugroSe bei einer Freguenz von bis zu 200 

20 MHz und einer Spannung von bis zu 2000 V betrieben werden. 
Der Transf ormator zeichnet sich durch einen hohen 
Leistungsdurchsatz , eine hohe Giite und damit geringe Verluste 
aus . 

25 In einer weiteren Ausgestaltung ist zur Schaltentlastung des 
Hochf requenzschalters mindestens eine Abstimmkapazitat mit • 
einer Elektrode und einer Gegenelektrode vorhanden ist, wobei 
die Elektrode der Abstimmkapazitat und der gemeinsame 
Knotenpunkt des weiteren induktivitatsanschlusses der 

30 Eingangsinduktivitat und der Elektrode der Transf erkapazi tat 
elektrisch leitend verbunden sind und die Gegenelektrode der 
Abstimmkapazitat und der Bezugspotentialanschluss elektrisch 
leitend verbunden sind. Mit Hilfe der Abstimmkapazitat kann 
die Be- bzw. Entlastung des Schalt transistors des 

35 Hochf requenzschalters relativ leicht manipuliert und somit 
der Wirkungsgrad der Schaltung optimiert werden. Damit kann 
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beispielsweise das bereits oben erwShnte zero voltage 
switching erreicht werden. 

Der Hochf reguenzschalter weist beispielsweise einen IGBT oder 
einen Hochf requenz-Bipolar-Transistor auf. Insbesondere weist 
der Hochf reguenzschalter mindestens einen MOS-Transistor auf, 
GemaS der ersten Losung ist der MOS-Transistor als n-Kanal- 
MOSFET , geinafi der zweiten Losung als p - Kanal -MOSFET 
ausgestaltet . Der MOS-Transistor ist insbesondere ein 
CoolMOS®-Transistor . Diese Transistoren sind fur 
Hochf requenzanwendungen geeignet. Insbesondere weist der 
Hochfrequenzschalter eine aus dem Bereich von einschliefilich 
500 kHz bis einschlieSlich 200 MHz ausgewahlte Schaltf requenz 
auf. Eine gute Leistungsf aktorkorrektur kann auch bei diesen 
hohen Schaltf requenzen mit einem hohen Wirkungsgrad erzielt 
werden. Die Schaltf requenz betragt beispielsweise etwa 2,7 
MHz. Die Einschaltdauer (Dauer des hergestellten Kontakts 
zwischen dem weiteren Induktivitatsanschluss der 
Eingangsinduktivitat, der Elektrode der Transf erkapazitat und 
des Bezugspotentialanschlusses) betragt beispielsweise etwa 
80 ns. 

Die elektrischen Schaltungen konnen zur Leistungsregelung 
herangezogen werden. Dies erfolgt insbesondere durch 
Pulsweitenmodulation, bei der einzelne Pulse xinterdriickt 
werden. Alternativ dazu kann zur Leistungsregelung auch die 
Einschaltdauer des Hochf requenzschalters variiert werden. 

Insbesondere sind neben dem Hochfrequenzschalter die weiteren 
Bauelemente der elektrischen Schaltung hochf requenz tauglich. 
So weisen die Eingangskapazitat und/oder die 
Transf erkapazitat mindestens einen Hochf requenzkondensator 
mit einer aus dem Bereich von einschlieSlich 10 pF bis 
einschlieSlich 1000 pF ausgewahlten Kapazitat auf. Die 
Abstimmkapazitat weist mindestens einen 
Hochfrequenzkondensator mit einer aus dem Bereich von 
einschlieSlich 10 pF bis einschlieSlich 200 pF ausgewahlten 



2002 P 15485 



10 

Kapazitat auf . Die Ausgangskapazitat weist mindestens einen 
Hochfrequenzkondensator mit einer aus dem Bereich von 
einschlieSlich 300 pF bis einschlieSlich 3000 pF ausgewahlten 
Kapazitat auf. Vorteilhaft weisen die Eingangs induktivitat, 
die FuSpunktsinduktivitat, die Primarinduktivitat und/oder 
die Sekundarinduktivitat eine aus dem Bereich von 
einschlieSlich 0,3 mH bis 100 ausgewahlte Induktivitat 
auf. Insbesondere ist die Induktivitat aus dem Bereich von 4 
jiH bis 40 /xH ausgewahlt. Die Eingangsdiode und/oder die 
Ausgangsdiode ist vorteilhaft eine Schottkydiode . 
Insbesondere weist die Schottkydiode mindestens ein aus der 
Gruppe SiC (Siliziumcarbid) und/oder GaAs (Galliumarsenid) 
ausgewahltes Diodenmaterial auf. 

> Zusammenfassend ergeben sich mit der Erfindung folgende 
wesentlichen Vorteile: 

_ Die elektrischen Schaltungen bestehen aus einer relativ 
geringen Anzahl von Bauelementen . 



0 



*5 



30 




_ Durch die geringe Anzahl von Bauelementen und durch die 
Verwendung von hochf requenztauglichen Induktivitaten und 
Kapazitaten kann der Aufbau der elektrischen Schaltungen 
miniaturisiert werden. 

- Mit den elektrischen Schaltungen ist eine sehr gute 

Leistungsfaktorkorrektur mit einem hohen Wirkungsgrad von 
80% bis 95% im MHz-Freguenzbereich erzielbar. 

_ Die Schaltungen konnen zur Leistungsregelimg herangezogen 
werden . 



Anhand mehrerer Beispiele und der dazugehSrigen schematischen 
Figuren wird die Erfindung im Folgenden naher beschrieben. 
35 Die Figuren 1 bis 4 zeigen jeweils ein Schaltbild einer 
elektrischen Schalt\ang zur Spannungswahdlung . 
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Die elektrischen Schaltungen I (Figur 1), II (Figur 2), III 
(Figur 3) und IV (Figur 4) weisen einen Eingangsanschluss 1 
zum Einspeisen einer elektrischen Eingangsleistung durch 
Anlegen einer sich zeitlich gegentiber einem Bezugspotential 
5 andernden elektrischen Gleichspannung, einen 

Bezugspotentialanschluss 2 zum Anlegen des Bezugspotentials 
und einen Ausgangsanschluss 3 zur Entnahme einer elektrischen 
Ausgangsleistung auf . Als reaktive Bauelemente weisen die 
elektrischen Schaltungen eine Eingangsdiode 4, eine 
10 Ausgangsdiode 5, eine Eingangskapazitat 6, eine 

•Trans ferkapazi tat 7 , eine Eingangsinduktivitat 8, eine 
FuSpunktsinduktivitat 9 und einen Hochf requenzschalter 10 
auf. Daneben ist jeweils ein Mittel 11 zum Weiterleiten der . 
elektrischen Ausgangslei stung an den Ausgangsanschluss 3 
15 vorhanden, wobei die Ausgangsdiode 3 und die 

FuEpunktsinduktivitat 9 die wesentlicheri des Mittels 11 sind. 
Zusatzlich verfugen die elektrischen Schaltungen I bis IV 
jeweils uber eine Abstimmkapazitat 12 zur Manipulation der 
Schaltentlastung des Hochf requenzschalters 10. Die 
20 Abstimmkapazitat 12 ist aber fiir die Funktion der Schaltungen 
I - IV nicht unbedingt notwendig. Daher ist die 
Abstimmkapazitat 12 in weiteren, nicht dargestellten 
Ausfuhrungsbeispielen weggelassen. 

Die Bauelemente sind hochf requenztauglich . Eingangsdiode 4 
und Ausgangsdiode 5 sind jeweils Schottkydioden mit SiC als 
Diodenmaterial. Alternativ dazu ist das Diodenmaterial der 
Schottkydioden GaAs . Die Eingangskapazitat 6 weist einen 
Hochf requenzkondensa tor mit einer Kapazitat von etwa 500 pF 

3 0 auf. Die Abstimmkapazitat 12 weist einen 

Hochf requenzkondensator mit einer Kapazitat von etwa 100 pF 
und die Transf erkapazitat 7 einen Hochf requenzkondensator mit 
einer Kapazitat von etwa 250 pF auf. Die Induktivitat der 
Eingangsinduktivitat 8 und Fufipunktsinduktivitat 9 ist aus 

35 dem Bereich von 4 /iH bis 40 mH ausgewShlt. Der 

Hochf requenzschalter 10 weist einen CoolMOS®-Transistor auf 
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unci kann mit einer Schaltf requenz aus dem Bereich von 500 kHz 
bis 200 MHz betrieben werden. 

Die am Eingangsanschluss 1 anzulegende Gleichspannung ist 
5 eine von einer Netzwechselspannung durch Gleichrichtung in 
einer nicht dargestellten Gleichrichterschaltung erzeugte 
pulsierende Gleichspannung von 23 0 V und einer Frequenz von 
100 Hz. Am Ausgangsanschluss 3 ist iiber eine nicht 
dargestellte Last die elektrische Ausgangsleistung 
1 0 entnehmbar • 

Die Elemente der Schaltungen I bis IV sind wie folgt 
zueinander angeordnet: 

15 - Jeweils eine der Elektroden (Anode 41 Oder Kathode 42) 
der Eingangsdiode 4 und der Eingangsanschluss 1 sind 
elektrisch leitend miteinander verbunden und weisen den 
gemeinsamen Knotenpunkt 100 oder 108 auf . 
Die jeweilige Gegenelektrode (Kathode 42 oder Anode 41) 

2 0 der Eingangsdiode 4, der Induktivitatsanschluss 81 der . 

Eingangsinduktivitat 8 und die Elektrode 61 der 
Eingangskapazitat 6 sind elektrisch leitend miteinander 
verbunden und weisen den gemeinsamen Knotenpunkt 101 
auf . 

25 - Die Gegenelektrode 62 der Eingangskapazitat 6, der 
Bezugspotentialanschluss 2 und der 

Induktivitatsanschluss 91 der FuSpunktsinduktivitat 9 
sind elektrisch leitend miteinander verbunden und weisen 
den gemeinsamen Knotenpunkt 102 auf. 
30 - Der weitere Induktivitatsanschluss 82 der 

Eingangsinduktivitat 8 und die Elektrode 71 der 
Trans ferkapazi tat 7 sind elektrisch leitend miteinander 
verbunden und weisen den gemeinsamen Knotenpunkt 103 
auf . 

35 - Die Gegenelektrode 72 der Transf erkapazitat 7 und der 
weitere Induktivitatsanschluss 92 der 
FuEpunktsinduktivitat 9 sind elektrisch leitend 
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miteinander verbunden und weisen den gemeinsamen 
Knotenpunkt 104 auf . 

Der Hochf requenzschalter 10 ist derart angeordnet, dass 
eine elektrisch leitenden Verbindung zwischen dem 
Bezugspotentialanschluss 2 und dem gemeinsamen 
Knotenpunkt 103 des weiteren Induktivitatsanschlusses 82 
der Eingangsinduktivitat 8 und der Elektrode 71 der 
Trans ferkapazi tat 7 mit der Schaltf requenz des 
Hochfrequenzschalters 10 hergestellt und/oder 
unterbrochen werden kann. 

Jeweils eine der Elektroden (Anode 51 oder Kathode 52) 
der Ausgangsdiode 5 und der Ausgangsanschluss 3 sind 
elektrisch leitend miteinander verbunden und weisen den 
gemeinsamen Knotenpunkt 105 oder 110 auf. 

■# 

Beispiel 1: 

Das Schaltbild der zugehorigen elektrischen Schaltung I ist 
in. Figur 1 dargestellt. ttber'den Eingangsanschluss 1 wird 
eine positive Gleichspannung angelegt (erste Losung der 
zugrunde liegenden Aufgabe) . Die Anode 41 der Eingangsdiode 4 
und der Eingangsanschluss 1 weisen den gemeinsamen 
Knotenpunkt 100 auf. Die Kathode 42 der Eingangsdiode 4 weist 
zusammen mit dem Induktivitatsanschluss 81 der 
Eingangsinduktivitat 8 und der Elektrode 61 der 
Eingangskapazitat 6 den gemeinsamen Knotenpunkt 101 auf. 

Das Mittel 11 zum Weiterleiten der elektrischen 
Ausgangs lei stung an den Ausgangsanschluss 3 weist den 
gemeinsamen Knotenpunkt 104 der Gegenelektrode 72 der 
Transf erkapazitat 7 und des weiteren Induktivitatsanschlusses 
92 der FuSpunktsinduktivitat 9 auf. Dieser Knotenpunkt 104 
und die Anode 51 der Ausgangdiode 5 sind elektrisch leitend 
miteinander verbunden. Die Kathode 52 der Ausgangsdiode 5 und 
der Ausgangsanschluss 3 sind elektrisch leitend miteinander 
verbunden und weisen den gemeinsamen Knotenpunkt 105 auf. 
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Beispiel 2 : 

Das Schaltbild der dazugehorigen elektrischen Schaltung II 
ist in Figur 2 dargestellt. Im Unterschied zum 
vorangegangenem Beispiel 1 weist hier das Mittel 11 zum 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangs lei stung an den 
Ausgangsanschluss 3 einen weiteren Bezugspotentialanschluss 
13 zum Anlegen eines weiteren Bezugspotentials, einen 
Transf ormator 14 und eine Ausgangskapazitat 17 auf . Der 
Trans forma tor 14 ist ein HF-HV-Transf ormator und besteht aus 
der _ Primarinduktivitat 15 und der Sekundarinduktivitat 16 . 
Primarinduktivitat 15 und Sekundarinduktivitat 16 sind 
miteinander gekoppelt. Die Primarinduktivitat 15 ist die 
FuSpunktsinduktivitat 9 . Die Induktivitat der 
Sekundarinduktivitat 16 ist wie die Induktivitat der 
Primarinduktivitat 15 (FuSpunktsinduktivitat 9) aus dem 
Bereich von 4 jzH bis 40 ijlK ausgewahlt. Die Ausgangskapazitat 
17 weist einen Hochf requenzkondensator mit einer Kapazitat 
von etwa 1500 pF auf. 

Primarinduktivitat 15 , Sekundarinduktivitat 16, weiterer 
Bezugspotentialanschluss 13 und Ausgangskapazitat 17 sind wie 
folgt angeordnet: 

- Der Induktivitatsanschluss 161 der Sekundarinduktivitat 16 
und der weitere Bezugspotentialanschluss 13 sind 
elektrisch leitend miteinander verbunden und weisen den 
gemeinsamen Knotenpunkt 106 auf. 

- Der weitere Induktivitatsanschluss 162 und die Anode 51 
der Ausgangsdiode 5 sind elektrisch leitend miteinander 
verbunden und weisen den gemeinsamen Knotenpunkt 107 auf. 

- Die Gegenelektrode .172 der Ausgangskapazitat 17 und der 
gemeinsame Knotenpunkt 106 des weiteren 
Bezugspotentialanschlusses 13 und des 

Induktivitatsanschlusses 161 der Sekundarinduktivitat 16 
sind elektrisch leitend miteinander verbunden. 
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- Die Elektrode 171 der Ausgangskapazitat 17 und der 
gemeinsame Knotenpunkt 107 des weiteren 

Induktivitatsanschlusses 162 der Sekundarinduktivitat 16 
und der Anode 51 der Ausgangsdiode 5 sind elektrisch 
lei tend miteinander verbunden . 

Beispiel 3: 

i 

Das Schaltbild der zugehorigen elektrischen Schaltung III ist 
in Figur 3 dargestellt. Im Unterschied zum Beispiel 1 wird 
uber den Eingangsanschluss 1 eine negative G 1 ei chspannung 
angelegt (zweite Losung der zugmnde liegenden Aufgabe) . Die 
Kathode 42 der Eingangsdiode 4 und der Eingangsanschluss 1 
weisen den g erne ins amen Knotenpunkt 108 auf . Die Anode 41 der 
Eingangsdiode 4 weist zusammen mit dem Induktivitatsanschluss 
81 der Eingangsinduktivitat 8 und der Elektrode 61 der 
Eingangskapazit&t 6 den gemeinsamen Knotenpunkt 109 auf. 

Das Mittel 11 zum Weiterleiten der elektrischen 
Ausgangs lei stung an den Ausgangsanschluss 3 weist wie im 
Beispiel 1 den gemeinsamen Knotenpunkt 104 der Gegenelektrrode 
72 der Transf erkapazitat 7 und des weiteren 

Induktivitatsanschlusses 92 der FuSpunktsinduktivitat 9 auf, 
Im Gegensatz zum Beispiel 1 ist dieser Knotenpunkt 104 und 
die Kathode 52 der Ausgangdiode 5 elektrisch leitend 
miteinander verbunden. Die Anode 52 der Ausgangsdiode 5 und 
der Ausgangsanschluss 3 sind elektrisch leitend miteinander 
verbunden und weisen den gemeinsamen Knotenpunkt 110 auf. 

Beispiel 4 : 

Das Schaltbild der zugehorigen elektrischen Schaltung IV ist 
in Figur 4 dargestellt. Im Unterschied zum Beispiel 2 wird 
liber den Eingangsanschluss 1 eine negative Glei chspannung 
angelegt. Daraus ergeben sich im Vergleich zum Beispiel 2 
folgende Unterschiede in der Anordnung der Elemente: 
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- Der weitere Induktivitatsanschluss 162 und die Kathode 52 
der Ausgangsdiode 5 sind elektrisch leitend miteinander 
verbunden und weisen den gemeinsamen Knotenpunkt 111 auf . 

- Die Elektrode 171 der Ausgangskapazitat 17 und der 
gemeinsame Knotenpunkt 111 des weiteren 

Induktivitatsanschlusses 162 der Sekundarinduktivitat 16 
und der Kathode 52 der Ausgangsdiode 5 sind elektrisch 
leitend miteinander verbunden . 

Die beschriebenen elektrischen Schaltungen I bis IV werden 
zur Leistungsf aktorkorrektur verwendet, wobei die 
eingespeiste elektrische Eingangsleistung 
leistungsf aktorkorrigiert wird. Dies bedeutet, dass die 
Phasen von Strom und Spannung in Phase gebracht werden • Die 
maximal en Amplituden von Strom und Spannung kommen zeitlich 
zur Deckung. Die uber die pulsierende Gleichspannung 
(Frequenz von 100 Hz) eingespeiste Eingangsleistung wird mit 
einem Wirkungsgrad von 80% bis 95% in eine Ausgangsleistung 
umgewandelt. Die Ausgangsleistung wird mit einer mit .der 
Schaltfrequenz der Hochf requenzschalters pulsierenden 
Gleichspannung entnoiratien. 
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Bezugszeichenliste 

I-IV Elektrische Schaltungen 

1 Eingangsanschluss 

2 Bezugspotentialanschluss 

3 Ausgangsanschluss 

4 Eingangsdiode 

5 Ausgangsdiode 

6 Eingangskapazitat 

7 Transf erkapazitat 

8 Eingangsinduktivitat 

9 FuSpunkt s indukt i vi tat 

10 Hochf requenzschalter 

11 Mittel zuiri Weiterleiten der elektrischen 
Ausgangs lei stung an den Ausgangsanschluss 

12 Abstimmkapazitat 

13 Weiterer Bezugspotentialanschluss 

14 Trans formator 

15 Primarinduktivitat des Trans forma tors 

16 Sekundarinduktivitat des Trans forma tors 

17 Ausgangskapazitat 

41 Anode der Eingangsdiode 

42 Kathode der Eingangsdiode 

51 Anode der Ausgangsdiode 

52 Kathode der Ausgangsdiode 

61 Elektrode der Eingangskapazitat 

62 Gegenelektrode der Eingangskapazitat 

71 Elektrode der Transf erkapazitat 

72 Gegenelektrode der Transf erkapazitat 

81 Induktivitatsanschluss der Eingangsinduktivitat 

82 Weiterer Induktivitatsanschluss der Eingangsinduktivitat 
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91 Induktivitatsanschluss der FuSpunktsinduktivitat 

92 Weiterer Induktivitatsanschluss der 
FuSpunkt s indukt i vi tat 

»■"• 

100 Gemeinsamer Knotenpunkt des Eingangsanschlusses und der 
Anode der Eingangsdiode 

101 Gemeinsamer Knotenpunkt der Kathode der Eingangsdiode, 
des Induktivitatsanschlusses der Eingangsinduktivitat 
und der Elektrode der Eingangskapazitat 

102 Gemeinsamer Knotenpunkt der Gegenelektrode der 
Eingangskapazitat, des Induktivitatsanschlusses der 
FuSpunktsinduktivitat und des Bezugspotentialanschlusses 

103 Gemeinsamer Knotenpunkt des weiteren 
Induktivitatsanschlusses der Eingangsinduktivitat und 
der Elektrode der Trans ferkapazi tat 

104 Gemeinsamer Knotenpunkt der Gegenelektrode der 
Trans ferkapazi tat und des weiteren 

Induktivitatsanschlusses der FuSpunkts indukt ivi tat 

105 Gemeinsamer Knotenpunkt des Ausgangsanschlusses und der 
Kathode der Ausgangsdiode - 

106 Gemeinsamer Knotenpunkt de5 weiteren 
Bezugspotentialanschlusses und des 

Induktivitatsanschlusses der Sekundarinduktivitat 

107 Gemeinsamer Knotenpunkt des weiteren 

. Induktivitatsanschlusses der Sekundarinduktivitat und 
t der Anode der Ausgangsdiode 

108 Gemeinsamer Knotenpunkt ides Eingangsanschlusses und der 
Kathode der Eingangsdiode 

109 Gemeinsamer Knotenpunkt der Anode der Eingangsdiode, des 
Induktivitatsanschlusses der Eingangsinduktivitat und 
der Elektrode der Eingangskapazitat 

110 Gemeinsamer Knotenpunkt des Ausgangsanschlusses und der 
Anode der Ausgangsdiode 

111 Gemeinsamer Knotenpunkt des weiteren 

I Induktivitatsanschlusses der Sekundarinduktivitat und 

>• der Anode der Ausgangsdiode 
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121 
122 

5 

151 
152 



10 




15 

171 
172 



Elektrode der Abstimmkapazitat 
Gegenelektrode der Abstimmkapazitat 

Induktivitatsanschluss der Primarinduktivitat des 
Trans f ormator s 

Weiterer Induktivitatsanschluss der Primarinduktivitat 
des Transformators 

Induktivitatsanschluss der Sekundarinduktivitat des 
Transformators 

Weiterer Induktivitatsanschluss der Sekundarinduktivitat 
des Transformators 

Elektrode der Ausgangskapazitat 
Gegenelektrode der Trans ferkapazi tat 



■ i 



■■!. 
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Patentansprtiche 

1. Elektrische Schaltung (I, II) zur Spannungswandlung , 
aufweisend 

mindestens einen Eingangsanschluss (1) zum Einspeisen 
einer elektrischen Eingangsleistung durch Anlegen einer 
sich zeitlich gegeniiber einem elektrischen 
•Bezugspotential andemden, positiven elektrischen 
Gleichspannung, 

mindestens einen Bezugspotentialanschluss (2) zum 
Anlegen des Bezugspotentials, 

mindestens einen Ausgangsanschluss (3) zur Entnahme 
einer elektrischen Ausgangsleistung, 

mindestens eine Eingangsdiode (4) mit einer Anode (41) 
und einer Kathode (42), 

mindestens eine Ausgangsdiode (5) mit einer Anode (51) 
und einer Kathode (52), 

mindestens eine Eingangskapazitat (6) mit einer 
Elektrode (61) und einer Gegenelektrode (62), 
20 - mindestens eine Trans ferkapazi tat (7) mit einer 
Elektrode (71) und einer Gegenelektrode (72) , 
mindestens eine Eingangsinduktivitat (8) mit einem 
Induktivitatsanschluss (81) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (82) und 
25 - mindestens eine Fufipunktsinduktivitat (9) mit einem 
Induktivitatsanschluss (91) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (92) , 
wobei 

die Anode (41) der Eingangsdiode (4) und der 
30 Eingangsanschluss (1) einen gemeinsamen Knotenpunkt 

(100) auf wei sen , 

die Kathode (42) der Eingangsdiode (4) , der 
Induktivitatsanschluss (81) der Eingangsinduktivitat (8) 
und die Elektrode (61) der Eingangskapazitat (6) einen 
35 gemeinsamen Knotenpunkt (101) aufweisen, 

die Gegenelektrode (62) der Eingangskapazitat (6) , der 
Bezugspotentialanschluss (2) und der 
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Induktivitatsanschluss (91) der Fufipunktsinduktivitat 
(9) einen gemeinsamen Knotenpunkt (102) aufweisen, 
der weitere Induktivitatsanschluss (82) der 
Eingangsinduktivitat (8) und die Elektrode (71) der 
5 Trans ferkapazi tat (7) einen gemeinsamen Knotenpunkt . 

(103) aufweisen, 

die Gegenelektrode (72) der Transf erkapazitat (7) und 
der weitere Induktivitatsanschluss (92) der 
FuSpunktsinduktivitat (9) einen gemeinsamen Knotenpunkt 
10 (104) aufweisen, 

ein Hochfrequenzschalter (10) zum Herstellen und/oder 
Unterbrechen einer elektrisch leitenden Verbindung 
zwischen dem Bezugspotentialanschluss (2) und dem 
gemeinsamen Knotenpunkt (103.) des weiteren 
15 induktivitatsanschlusses (82) der Eingangsinduktivitat: 

(8) und der Elektrode (71) der Transf erkapazitat (7) und 
ein Mittel (11) zum Wei ter lei ten der elektrischen 
Ausgangs lei stung an den Ausgangsanschluss (3) vorhanden 
sind, wobei das Mittel (1*1) die Fufipunktsinduktivitat 

(9) und die Ausgangsdiode (5) aufweist und die Kathode 
(52) der Ausgangsdiode (5) mit dem Ausgangsanschluss (3) 
einen gemeinsamen Knotenpunkt (105) aufweisen. 

2. Schaltung nach Anspruch 1, wobei das Mittel (11) zum 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangslei stung an den 
Ausgangsanschluss (3) 

den gemeinsame Knotenpunkt (104) der Gegenelektrode (72) 
der Transf erkapazitat (7) und des weiteren 
Induktivitatsanschlusses (92) der FuSpunktsinduktivitat 
3 0 (9) aufweist und 

dieser Knotenpunkt (104) und die Anode (51) der 
Ausgangsdiode (5) elektrisch lei tend verbunden sind. 

3. Schaltung nach Anspruch 1, wobei das Mittel (11) zum 
35 Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung 

mindestens einen weiteren Bezugspotentialanschluss (13) 
zum Anlegen eines weiteren Bezugspotentials und 
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mindestens einen Trans forma tor (14) umfasst, der 
mindestens eine Primarinduktivitat (15) mit einem 
Induktivitatsanschluss (151) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (152) und 

mindestens eine Sekundarinduktivitat (16) mit einem 
Induktivitatsanschluss (161) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss ( 162 ) auf wei s t , 
wobei 

die Primarinduktivitat (15) die FuSpunktsinduktivitat 
(9) aufweist, 

der Induktivitatsanschluss (161) der 
Sekundarinduktivitat (16) und der weitere 
Bezugspotentialanschluss (13) einen gemeinsamen 
Knotenpunkt (106) und 

der weitere Induktivitatsanschluss (162) und die Anode 
(51) der Ausgangsdiode (5) einen gemeinsamen Knotenpunkt 
(107) aufweisen. 

Schaltung nach Anspruch 3, wobei das Mittel (11) zum 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung 
mindestens eine Ausgangskapazitat (17) mit einer 
Elektrode (171) und einer Gegenelektrode (172) aufweist, 
die Gegenelektrode (172) der Ausgangskapazitat (17) und 
der gemeinsame Knotenpunkt (106) des weiteren 
Bezugspotentialanschlusses (13) und des 

Induktivitatsanschlusses (161) der Sekundarinduktivitat 
(16) elektrisch lei tend verbunden sind und 
die Elektrode (171) der Ausgangskapazitat (17) und der 
gemeinsame Knotenpunkt (107) des weiteren 
Induktivitatsanschlusses (162) der Sekundarinduktivitat 
(16) und der Anode (51) der Ausgangsdiode (5) elektrisch 
lei tend verbunden sind. 

Elektrische Schaltung (III, IV) zur Spannungswandlung, 
aufweisend 

mindestens einen Eingangsanschluss (1) zum Einspeisen 
einer elektrischen Eingangs lei stung durch Anlegen einer 
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sich zeitlich gegenuber einem elektrischen 
Bezugspotential andernden, negativen_elektrischen 
Gleichspannung, 

mindestens einen Bezugspotentialanschluss (2) zum 
Anlegen des Bezugspotentials, 

mindestens einen Ausgangsanschluss (3) zur Entnahme 
einer elektrischen Ausgangsleistung, 

.mindestens eine Eingangsdiode (4) mit einer Anode (41) 
und einer Kathode (42) , 

mindestens eine Ausgangsdiode (5) mit einer Anode (51) 
und einer Kathode (52 ) , 

mindestens eine Eingangskapazitat (6) mit einer 
Elektrode' (61) und einer Gegenelektrode (62), 
mindestens eine Transf erkapazitat (7) mit einer 
Elektrode (71) und einer Gegenelektrode (72), 
mindestens eine Eingangsinduktivitat (8) mit einem 
Induktivitatsanschluss (81) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (82) und 

mindestens eine FuSpunktsinduktivit&t (9) mit einem 
Induktivitatsanschluss (91) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (92), 
wobei 

die Kathode (42) der Eingangsdiode (4) und der 
Eingangsanschluss (1) einen gemeinsamen Knotenpunkt 
(108) aufweisen, 

die Anode (41) der Eingangsdiode (4), der 
Induktivitatsanschluss (81) der Eingangsinduktivitat (8) 
und die Elektrode (61) der Eingangskapazitat (6) einen 
gemeinsamen Knotenpunkt (109) aufweisen, 
die Gegenelektrode (62) der Eingangskapazitat (6), der 
Bezugspotentialanschluss (2) und der 

Induktivitatsanschluss (91) der FuSpunktsinduktivitfit 
(9) einen gemeinsamen Knotenpunkt (102) aufweisen, 
der weitere Induktivitatsanschluss (82) der 
Eingangsinduktivitat (8) und die Elektrode (71) der 
Transf erkapazitat (7) einen gemeinsamen Knotenpunkt 
(103) aufweisen, 
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die Gegenelektrode (72) der Transf erkapazitat (7) und 
der weitere Induktivitatsanschluss (92) der 
Fufipunktsinduktivitat (9) einen gemeinsamen Knotenpunkt 
(104) aufweisen, 

5 - ein Hochf requenzschalter (10) zum Herstellen und/oder 
Unterbrechen einer elektrisch leitenden Verbindung 
zwischen dem Bezugspotentialanschluss (2) und dem 
gemeinsamen Knotenpunkt (103) des weiteren 
Induktivitatsanschlusses (82) der EingangsinduktivitSt 

10 (8) und der Elektrode (71) der Transf erkapazitat (7) und 

ein Mittel (11) zum Weiterleiten der elektrischen 
Ausgangsleistung an den Ausgangsanschluss (3) vorhanden 
sind, wobei das Mittel (11) die FuSpunktsinduktivitat 
(9) und die Ausgangsdiode (5) aufweist und die Anode 

15 (51) der Ausgangsdiode (5) mit dem Ausgangsanschluss (3) 

einen gemeinsamen Knotenpunkt (110) aufweisen. 

6. Schaltung nach Anspruch 5, wobei das Mittel (11) zum . 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung an den 

20 Ausgangsanschluss (3) 

den gemeinsame Knotenpunkt (104) der Gegenelektrode (72) 
der Transf erkapazitat (7) und des weiteren 
Induktivitatsanschlusses (92) der FuSpunktsinduktivitat 
(9) aufweist und 

25 - dieser Knotenpunkt (104) und die Kathode (52)_der 

Ausgangsdiode (5) elektrisch lei tend verbunden sind. 

7. Schaltung nach Anspruch 5 7 wobei das Mittel (11) zum 
Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung 

3 0 - mindestens einen weiteren Bezugspotentialanschluss (13) 
zum Anlegen eines weiteren Bezugspotentials und 
mindestens einen Transf orma tor (14) umfasst, der 
mindestens eine Primarinduktivitat (15) mit einem 
Induktivitatsanschluss (151) und einem weiteren 

35 Induktivitatsanschluss (152) und 
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mindestens eine Sekundarinduktivitat (16) mit eincm 
Induktivitatsanschluss (161) und einem weiteren 
Induktivitatsanschluss (162 ) auf weist , 
wobei 

die Primarinduktivitat (15) die FuSpunktsinduktivitat 
(9) auf weist, 

der Induktivitatsanschluss (161) der 
Sekund&rinduktivitat (16) und der weitere 
Bezugspotentialanschluss (13) einen gemeinsamen 
Knotenpunkt (106) und 

der weitere Induktivitatsanschluss (162) und die Kathode 
(52) der Ausgangsdiode (5) einen gemeinsamen Knotenpunkt 
(111) aufweisen. 

8. Schaltung nach einem der Anspruche 7 , wobei das Mittel 
(11) zum Weiterleiten der elektrischen Ausgangsleistung 
mindestens eine Ausgangskapazitat (17) mit einer 
Elektrode (171) und einer Gegenelektrode (172) auf weist, 
die Gegenelektrode (172) "der Ausgangskapazitat (17) und 
der gemeinsame Knotenpunkt (106) des weiteren 
Bezugspotentialanschlusses (13) und des 

Induktivitatsanschlusses (161) der Sekund&rinduktivitat 
(16) elektrisch leitend verbunden sind und 
die Elektrode (171) der Ausgangskapazitat (17) und der 
gemeinsame Knotenpunkt (111) des weiteren 
Induktivitatsanschlusses (162) der Sekundarinduktivitat 
(16) und der Kathode (52) der Ausgangsdiode (5) 
elektrisch leitend verbunden sind. 

9. Schaltung nach einem der Anspruche 3, 4, 7 und 8, wobei 
der Trans forma tor (15) ein Hochf requenz-Hochvolt- 
Transf ormator ist . 

10. Schaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, wobei 
zur Schaltentlastung des Hochf requenzschalters (10) 
mindestens eine Abstimmkapazitat (12) mit einer 
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10 

11. 

15 

12. 



20 

13. 

25 

14. 

30 

15. 

35 



Elektrode (121) und einer Gegenelektrode (122) vorhanden 
ist, 

die Elektrode (121) der Abstimmkapazitat (12) und der 
gemeinsame Knotenpunkt (103) des weiteren 
Induktivitatsanschlusses (82) der EingangsinduktivitSt 
(8) und der Elektrode (71) der Trans ferkapazi tat (7) 
elektrisch leitend verbunden sind und 

die Gegenelektrode (122) der Abstimmkapazitat (12) und 
der Bezugspotentialanschluss (2) elektrisch leitend 
verbunden sind. 



Schaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, wobei der 
Hochf requenzschalter mindestens einen MOS-Transistor 
aufweist. 

Schaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, wobei der 
Hochf requenzschalter (10) eine. aus dem Bereich von 
einschlieSlich 500 kHz bis einschlieSlich 200 MHz 
ausgewahlte Schaltf requenz aufweist . 

Schaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 12, wobei die 
Eingangskapazitat (6) und/oder die Transf erkapazitat (7) 
mindestens einen Hochf requenzkondensator mit einer aus 
dem Bereich von einschlieSlich 10 pF bis einschlieSlich 
1000 pF ausgewahlten Kapazit&t aufweisen. 

Schaltung nach einem der Anspriiche 10 bis 13, wobei die 
Abstimmkapazitat (12) mindestens einen 

Hochf requenzkondensator mit einer aus dem Bereich von 
einschlieElich 10 pF bis einschlieSlich 200 pF 
ausgewahlten Kapazitat aufweist. 

Schaltung nach einem der Anspriiche 4 und 8 bis 14, wobei 
die Ausgangskapazitat (17) mindestens einen 
Hochf requenzkondensator mit einer aus dem Bereich von 
einschliefilich 300 pF bis einschliefilich 3000 pF 
ausgewahlten Kapazitat aufweist. 
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16. Schaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 15, wobei die 
Eingangsinduktivitat (8), die Fufipunktsinduktivitat (9), 
die Primarinduktivitat (15) und/oder die 
Sekundarinduktivitat (16) eine aus dem Bereich von 
einschlieSlich 0,3 mH bis 100 fiK ausgewahlte 
Induktivitat aufweisen. 

17. Schaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 16, wobei die 
Eingangsdiode (4) und/oder die Ausgangsdiode (5) eine 
Schottkydiode ist, die mindestens ein aus der Gruppe SiC 

| und/oder GaAs ausgewShltes Diodeninaterial aufweist. 

18. Verwendung der Schaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 
17 zur Leistungsf aktorkorrektur, wobei eine aus einem 
Netz entnommene Leistung im Leistungsf aktor korrigiert 
wird. 
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Zu s ammen f a s sung 

Elektrische Schaltung zur Spannungswandlung und Verwendung 
der elektrischen Schaltung 

5 

Die Erfindung betrifft eine elektrische Schaltung zur 
Spannungswandlung. Die elektrische Schaltung ist zur 
Leistungsf aktorkorrektur geeignet. Dabei ist eine gute 
Leistungsf aktorkorrektur mit einem hohen Wirkungsgrad von 80% 

10 bis 95% im MHz-Frequenzbereich erzielbar. Dazu werden wenige, 
hochf requenztaugliche Bauelemente (KapazitSten, 
• Induktivitaten, Dioden und Hochf requenzschalter) verwendet. 
Die Dioden sind beispielsweise Schottkydioden mit SiC als 
Diodenmaterial . Der Hochf requenzschalter weist einen 

15 leistungsf ahigen MOS-Transistor auf . 

Figur 1 
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